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１．概要（Summary） 

窒化ガリウム(Gallium Nitride: GaN)を用いたパワ

ーデバイス実用化には、ゲート絶縁膜の高信頼性化が

必要である。しかしながら GaNを用いたMOSFET

におけるゲート絶縁膜は何れも堆積膜であり、界面準

位密度の低減と動作信頼性の担保が要求されている。

本研究では、GaN表面に O3酸化を行い、GaN表面

への酸化処理および熱処理がALD-Al2O3/GaN界面の

電気特性に与える影響に関して評価を行った。今回、

ALD製膜後の Al2O3の膜厚測定と試料作製のため、

名古屋大学のVBL施設のDektak150およびEB蒸着

装置を使用した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 段差計、電子ビーム蒸着装置 

【実験方法】 

用いた試料は n型 GaN基板であり、GaN基板上に

MOVPE法を用いて n型GaNを 5m成長させた。C-V

特性からエピ膜の実効ドナー濃度は 2×1016cm-3であっ

た。GaNエピ膜へ O2雰囲気においてUV光照射を行っ

た後、熱ALD法を用いてAl2O3膜を 60nm堆積させた。

オーミック電極には Al(100nm)を用い、ゲート電極には

Ni/Au(20/200 nm)を用いて GaN-MISキャパシタを作

製した。試料作製後、N2雰囲気、400°Cおよび 600°Cに

おいて 60min間の熱処理を行い、試料の電気特性を評

価した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1に酸化処理および熱処理を行った試料の 1MHz

における C-V特性(ヒステリシス含む)を示す。Fig.1にお

いて表面酸化処理のみを行った試料はフラットバンド電

圧が負方向に大きくシフトしており、Al2O3/GaN界面に正

の固定電荷が発生していると考えられる。一方、400°Cで

熱処理を行った試料に関しては⊿VFBが低減され、その

ヒステリシスは 5mV程度であった。また、ALD-Al2O3を

600°C以上の高温で熱処理を行うと、Al2O3の多結晶化

が発生し、リーク電流の増加と C-V特性の悪化が懸念さ

れる[1]。しかしながら O3酸化を行った試料に関しては熱

処理温度を 600°C まで上昇させても、C-V特性の大きな

変化は生じず、良好な C-V特性が得られた。XPSによる

評価から、O3酸化を行った試料においてGa2O3における

ピーク強度が As-depo.試料と比較して大きくなったことか

ら、Al2O3/Ga2O3/ GaN界面が形成され、界面における電

気特性の向上と、熱処理温度耐性の向上が達成されたと

期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・参考文献 : 曾根他、第 64回応用物理学会春季学術講

演会, 15p-315-10 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

(1) 出来他、第 65回応用物理学会春季学術講演会, 

18p-C302-3，平成 30年 3月 18日 

６．関連特許（Patent） 

なし。 
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Fig1: C-V characteristics of MOS capacitor. 


